
U N I T R A 
O E M ! 

Układy dynamicznej pamięoi RAM oharakteryzują następu-
jące własnośoit 
- dwuozęśoiowe adresowanie komórek matrycy pamięci w 

kolejności od wierszy da*kolumn, 
- trójstanowe wyjście danych zapewnia równoległą współ-

praoę wielu układów oraz pracę ze wspólnym doprówa-
dzeniem wejśola/wyjścia danyob, 

- odświeżani* zawartości każdego ze 128 wierszy pamię-
ci w odstępach ozasu maksimum £ me,, 

- układ wyprowadzeń spełnia warunki zamiennośoi z dy-
namicznymi pamięciami RAM? 
— o trzech napięciach zasilania, 
- o pojemności 64 k lub 256 k, 

- pojedyncze zasilanie. 
Układy segregowane są na pięć typów różniących się 
czasem dostępu. 

M C Y 7 1 G 1 N . . . 

MCY 6161N... 
MCY 8161N... 
Pamięć dynamiczna R A M 
1 x 16384 bity 

Informacja wstępna 

LSI N M O S 
Bramka krzemowa 

Obudowa CE 71 

Układ w/prowadzeń 

Opit wyprowadzek 

Us$. UQD ~ wejścia zasilające 
A Q 7 A J — wejścia adresów* 

R/W ~ wejście wyboru rodzaju pracy 
CAS - wejście próbkowania adresu kolumn 
RAS — wejście próbkowania adresu wierszy 

Dl - wejście danych 
DO - wyjście danych 
N.C. - wyprowadzenia niewykorzystane 

DEKODER 

WIERSZY 

1/2 MATRYCY 

PAMIĘCI 

(8192 BITY! 

" S S 

uDo 

128 WZMACNIACZY 

DANYCH 1 

DEKODER KOLUMN 

1/2 MATRYCY 

PAMIĘCI 

|8192 SITY) 

U K Ł A D 

WEJŚCIE 

- WYJŚCIE 

{ > — • D O 

REJESTR 
ADRESOWY 
WIERSZY 
I lATCHI II 

•o r 
REJESTR BLOK GENERATORÓW 

ADRESOWY WEWNĘTRZNYCH 
KOLUMN SYGNAŁÓW 
1 LATCH i STEROWANIA 

ffiffi t f t f 
Blokowy schemat wewnętrzny AQ Az A3 A4 A5 Ag Dl R / W RAS CAS 
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Parametry dopuszczalne 

- 0 V/ 

Oznaczanie Nazwa Jedn, 
tfartość 

Oznaczanie Nazwa Jedn, 
min max 

"DD Napięcie zasilania V -0,-5 7,5 

U I Napięcie wejść V -3 7,5 

UO Napięcie wyjść ? -0,5 7,5 

*o 
Skuteczny prąd wyjść danych ml 50 

PD Moc rozpraszam W 1 

*amb Temperatura, otoczenia w czasie 
pracy 

MCY 7161N... 

MCY 6161N... 

MCY 8161N... 

°C 

°c 
0 

-40 

-25 

+70 

+85 

+85 

t8tg Temperatura przechowywania °c -55 +125 

Parametry charakterystyczne statyczne 
/UDL « 5 v, U s s - O V, t a B b - +25°C/ 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. 

Wartość Warunki 
pomiaru 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. 

min max 

Warunki 
pomiaru 

°DD Napięcie zasilania V -4,5 5,5 

U I H Napięcie wejściowe w stanie 
wysokim 

V 2,4 
! 

UIL Napięcie wejściowe w stanie 
niski m 

V • 0,8 

X U Prąd upływności wejść >»A -10 10 Uj = 0 - UDD 

UOH 1 Napięcie wyjściowe w stanie 
wysokim 

V 2,4 odczyt *1N 

I 0 H - -5 BA 

U0L Napięcie wyjściowe w stanie 
niskim 

V 0.4 odczyt."0" 
I 0 L - 4,2 «A 
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cd. tabl. 

Ona -
o m i « Kaswa Jada* 

Wartość Warunki 
pomiaru 

Ona -
o m i « Kaswa Jada* 

min * max 
Warunki 
pomiaru 

Pmgł upływności wyjęcia danych M -10 10 U-s m 0 - U,. , 0 DD 

IDDO Jałowy prąd zasilania 
MCY 7161H... sA 2,5 128 cykli/2ms 

UDD " 5 '5 • 

IDDO 

MCY 6 1 6 1 H . . . mA 3,3 

128 cykli/2ms 
UDD " 5 '5 • 

IDDO 

MCY 8161H... mA> 3 

128 cykli/2ms 
UDD " 5 '5 • 

XDD Prąd zasilania przy cyklach 
nleatronicowych 

MCY 7161H... mA 30 °DD " 5 ' 5 V 

XDD 

MCY 6161H... oA 4o 
°DD " 5 ' 5 V 

XDD 

MCY 8161H... mA 36 

°DD " 5 ' 5 V 

*DDRP Prąd zasilania przy odświeżaniu 
standardowym 

MCY 71611*.. mA 20 «DD » 5,5 V 

*DDRP 

MCY 6161H... mA 27 
«DD » 5,5 V 

*DDRP 

MCY 8161N... mA 24 

«DD » 5,5 V 

•"•DDRE Jałowy prąd zasilania przy 
zezwoleniu odczytu 

MCY 7161H... mA 5 UDD - 5,5 V 

Ugjg - 0,8 V 

U m = 2,4 V 

•"•DDRE 

MCY 6161H... mA 7 

UDD - 5,5 V 

Ugjg - 0,8 V 

U m = 2,4 V 

•"•DDRE 

MCY 8161H... mA 6 

UDD - 5,5 V 

Ugjg - 0,8 V 

U m = 2,4 V 

Parametry charakterystyczne pojemności 
/UDD - 4,5 7; 0SS - 0 7, t a m b - +25°C/ 

i 
Oznaczenie Nazwa Jedn. 

Wartość 
Warunki pomiaru 

i 
Oznaczenie Nazwa Jedn. 

max 
Warunki pomiaru 

Pojemność wejściowa pP 6 f a 1 MHz 

0 - 20 mV C0 Pojemność wyjściowa pP 8 

f a 1 MHz 

0 - 20 mV 
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Parametry charakterystyczne dynamiczne /t . - t » afflo 

Ozna-
czeni* 

Wartoćć 
Ozna-
czeni* Ha swa Jada. BOY 7161M100 SCI 71611120 BCT 7161H150 MCI 71611200 BOY 71611250 

min ' « M • i n • ma* • i n a l a - ma • i n U * 

t T Cist trwania zboczy 
nspięó wejściowych 

na 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 

T F I G 
Czas cyklu odosytu 
lub zapisu 

no 235 270 320 375 410 

tH»C C M * cyklu odczytu 
a zapiaaa 

as 285 320 410 475 515 

Cml atronlccwago 
cyklu odczytu lub 
2. pieu 

ne 125 145 190 225 275 

*pe> Czas stronicowego 
cyklu odczytu z sa-
pią « • 

na 175 200 280 375 515 

• 

tRiCx C S M dostępu wisględeis 
rozpoczęcia próbkowa-
nia adresów witrasy 

na 100 120 150 200 250 

W Czaa dostępu względem 
rozpoczęcia próbkowa-
nie' adresów kolumn 

na 55 65 80 135 165 

• O M * 
Czas opóźnienia wy-
łączenie wyjścia da-
nych względem sygnału 

ns 0 45 0 50 0 60 0 50 0 60 

Osa i zakazu próbko-
wania adresów wierszy 

na 110 120 135 120 150 

4 RPM Caas zakazu próbko-
wania udrę sów 
wierszy prBy cyklach 
stronicowych 

na 115 1*104 140 1*104 175 1*104 200 1*104 250 1*104 

4 SAS Csaa próbkowania 
•dresów wierszy 

na t u 1x104 140 1*104 175, 1*104 200 1*104 250 1*104 

ł8SH Cms trwania n o t t a 
SaS względes CXS 

na 70 85 105 135 165 

tCFS Czas zakazu próbko-
wania adres&t koluan 

tm 50 55 70 50 55 
-

*CP Cms aafe&zu próbko- < 
wsniśs adresów koluan 
przy cyklach etroni -
smąmk 

m 60 70 85 80 100 

łCHP Cms kiwania zakazu 
próbkowania adresów 
k o l o n przed wybie-
rmnimt adresów 
wierazy 

ne 0 0 0 -20 -20 

*aoD Cz-.a ^ M a t c s U 
próbkowania adresów 
koliwn względes 
wierszy 

ns 25 •5 25 55 25 70 25 65 35 85 

tCAS Czr. -v próbkowania 
adresów koltwn 

ns 55 1*104 65 1*104 95 1*10* 135 1*104 135 1*104 

i 
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Oi.Msl , 

Ozna-
csenie Ba sus Jedn. 

Wartość 

Ozna-
csenie Ba sus Jedn. MCY 71611100 MCY 71611(120 MCY 71611150 MCY 7161H200 •Of 71611250 Ozna-
csenie Ba sus Jedn. 

min MUC min mas ain max a ia • U • i s , MX 

łCSH Czas zekońe»eni* 
pr6bko«ianis adresów 
kolumn wzglę 
rozpoczęciu próbko-
wania adresów 
wierszy 

ns 100 120 165 200 250 

tASR 'Czaa opóźnienia 
próbkowania adresów 
wierszy względera 
ustalania adresów 
wierszy 

ns 0 0 0 0 0 

tRAH Cne trwania adresów 
wierazy po rozpo-
częciu próbkowania 

ns 15 15 15 

\ 

25 35 

tASO Czas opóźnienia 
próbkowania adresów 
kolumn względem 
ustalania adresów 
kolumn 

ns 0 0 0 -10 -10 

*CAH Csas trwania adresów 
kolumn po rozpoczę-
ciu próbkowania 

ns 15 15 20 55 75 

hu Czas opóźnienia 
zalany adresów ko-
luma łizględem rozpo-
częcia wybierania 
wierszy 

ns 60 70 90 120 160 

łRCS Cans opóźnienia wy-
bierania kolumn 
względom rozpoczęcia 
odczytu 

aa 0 0 0 0 0 

tHCH Csas opóźnienia za-
kończenia odczytu 
względem zakończenia 
wybierania kolumn 

ns 0 0 0 p 0 

tWCS Czas opóźnienia wy-
bierani a kolumn 
względem rozpoczęcia 
zapisu 

na 0 0 0 -20 -20 

t w p Czas trwania sygnału 
zapisu 

ns 25 30 50 55 75 

tWCR Cms opóźnienia za-
kończenia zapisu 
względem rozpoczęcia 
próbkowania adresów 
wierszy 

na 70 85 115 120 ifiO 

tWCH Csas opóźnienia za-
kończenia zapisu 
względem rozpoczęcia 
probkowania adresów 
kolumn 

ns 25 30 45 55 75 

tK*L Czas opóźniecla za-
kończenia próbkowa-
nia adresów wierszy 
względem rozpoczęcia 
zapisu 

ns 60 65 110 
* 

80 

. , • 

100 
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cd.tabl. 

Ozaa-
óaeaie •azwa Jedn. 

Wartość 
Ozaa-
óaeaie •azwa Jedn. MCY 7161H10Ó MCY 7161S120 MCY 71611150 MCY 71611200 MCY 71611250 Ozaa-
óaeaie •azwa Jedn. 

•In max Bin max Bin •ax Mn ain mx 

tCWŁ Cm* opóźnienia za-
kończenia próbkowa-
nia adresów kolumn 
względem rozpoczęcia 
zapisu 

na 45 50 100 80 100 

łDS Czas opóźnienia roz-
poczęcia wybierania 
kolwan szględea usta-
lenia danych wejścio-
wych 

na 0 0 0 0 

-

0 

łDH 
/ 

0ma trwania danych 
wejściowych po roz-
poczęciu próbkowania 
sdrwoów kołowa 

08 25 30 45 55 75 

łDHR C « s opóźnienia 
nalany danych wej-
ściowych waglgd©* 
roipoc.ięeis próbko-
wania adresów 
wierszy 

ns 70 85 115 120 160 

tC*D Czas -opóźnienia za-
kończenia odczytu 
w cyklu z zapisea 
względem rozpoczęcia 
próbkowania adresów 
kolumn 

ns 55 65 80 95 125 

tRWD Czas opóźnienia za-
kończenia odczytu 
w cyklu z za pląsu 
względem rozpoczęcia 
próbkowania adresów 
wierszy 

ns 100 120 

-

150 160 200 

tHRW Cs&a próbkowania 
adresów wierszy przy 
cyklach odczytu 
a sapiąca 

DE 165 1*104 190 1x104 

/ 

265 1X104 200 1X104 250 1x104 

Czas próbkowania 
adresów kołusaa przy 
cyklach odczytu 
z mplomt 

ns 105 1x10* 120 1X1 o4 
/ 

185 1x104 135 1X104 165 1X104 

*HSI* Oma magazynowania 
informacji bes od- -
świttania 

aa 2 2 2 2 2 

* osao z a l e t y od pamięci 

( 
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D«finic|« parametrów dynamicznych 

CYKL ODCZYTU 

72 



Definicje parametrów dynamicznych 

RAS 

CAS 

6(3**6 

\ 
- ( C R W ' 

'ASR 

! 9 A H 

DC - ADRES 

WIERSIŁ j o 

m 
AOBES 

KOLUMN X 

V 
/ 

- "CPN -

R/W 

• !cwo-
1 . 
V 

01 

DO 

'0Ff 
X X 

' D H i 
CYKL ODCZYTU Z ZAPISEM 

RAS 

A0+A6 DC 
\ 

K 

• *RAS -

V 
X 

C Y K L ODŚWIEŻAN IA 

73 


